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Apuntes de catedra (mlgonzalez.blog.ung.edu.ar)

Dibujar el esquema y explicar el funcionamiento fisico del transistor bipolar de unién (BJT).

Indicar para los diferentes modos de funcionamiento de un BJT tipo NPN y tipo PNP como
se polarizan las junturas en cada caso.

Considerando un transistor bipolar NPN polarizado en la regién activa directa esquematizar
las componentes de corriente y describir el origen fisico de cada componente.

Para el un BJT de tipo NPN polarizado en la region activa directa cémo influye el ancho de
la region de base en la ganancia de corriente a. ¢Qué corrientes relaciona la ganancia de
corriente B? ¢Qué relacion hay entre oy ?

Definir e indicar cual es la importancia de las corrientes ICBo e ICEo.

En un amplificador que utiliza un transistor bipolar por equivocacion se intercambian los
terminales de emisor y de colector. ¢ Seguira funcionando el circuito? Justificar la respuesta.

Dibujar el circuito y explicar los fundamentos del modelo de Ebbers-Moll para un transistor
NPN.

Para un BJT tipo NPN en configuracion de Base Comdun:

a) Dibujar la caracteristica de entrada y explicar en forma cualitativa su forma.

b) Dibujar la caracteristica de salida e indicar las regiones activa, corte y saturacion.

c) Indicar la ubicacién de ICBo sobre la caracteristica. ¢ Cual es aproximadamente su orden
de magnitud? ¢ En qué regién de funcionamiento puede llegar a ser importante su efecto?

Para un BJT tipo NPN en configuracion de Emisor Comun:
a) Dibujar la caracteristica de entrada y explicar en forma cualitativa su forma.

b) Dibujar la caracteristica de salida e indicar las regiones activa, corte y saturacion.

c¢) Indicar la ubicacion de ICEo sobre la caracteristica. ¢ Cual es aproximadamente su orden
de magnitud? ¢Cuando puede llegar a ser importante su efecto sobre la corriente de
colector?

WCC=12V

a) Por qué el circuito de la figura se denomina de RA RC
polarizacion fija.

b) Calcular los valores de RB y RC en el V=6V

siguiente circuito. Considerar f = hFE= 80
c) ¢Cudl sera el valor de RB para que el
transistor se sature?

[H=40pa
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+ 10
11- En qué zona de funcionamiento se encuentra polarizado el
transistor. Justificar la respuesta. Considerar: RC
B =100 4k

VBE(activa) = 0.7V +8Y R
VCE(sat) = 0.2V
220k

12- Dada la caracteristica de salida IC-VCE siguiente:

a) Para una configuracion de polarizacién fija dibujar el circuito y la recta de carga
correspondiente a VCC=25V y RC=2.5KQ.

b) Elegir un punto de reposo Q que se encuentre en la region activa lejos de los puntos de
corte y saturacion. Calcular el valor de RB que permite obtener dicho punto.

c) Caracterizar el punto Q (IBQ, ICQ, VCEQ)

d) Calcular los valores de B y o en dicho punto.

e) ¢Cual es la potencia disipada por el dispositivo en el punto de reposo Q?
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13- Justificando la respuesta, y utilizando los datos dados, indicar en qué zona esté polarizado
el transistor. 9V

RE
Rc 2.7k

1k

4% é
O ;
VBB RE 27k RC

2.7k
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14- Para las tensiones medidas en cada circuito calcular el valor de B para cada transistor.
Indicar en qué zona se encuentra trabajando el transistor.

+ 5w +5v

15- Dibujar un circuito de polarizacién fija para un transistor NPN y explicar por qué esta
configuracion no es util al reemplazar un transistor por otro. Qué ventajas presenta la
polarizacién por divisor de tension en base respecto al circuito de polarizacion fija en base.

16-

(=T Sip=30y VCE= 6V calcular el valor de V1.
2 2K

w1 R1

o—A

15k J_
100k = +3V +ov
R1 RE
Ay 10K 2K

17-En el circuito de la figura = 75.
Calcular el punto de reposo Q del transistor.

RC
R2
i 2.2k
-5V -10v

+15W

a) Determinar la zona de trabajo del transistor en el siguiente
circuito.

b) El resistor R2 se reemplaza por un potenciometro de 15 kQ.
¢, Cudl serd el minimo valor de R2 que produce saturacion?
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19- Calcular el valor de los resistores para obtener el punto de trabajo indicado. Justificar
aproximaciones.

Vee
Rc
2.01mA I[=0.85mA
=4, 111 B
ic=40. 1pA Vee=22V Ig=6.05nA
; 7 B=140 Vep=1222V

20- Se pretende usar el circuito como indicador piloto utilizando un LED rojo (Imin = 15 mA).
Disefar el circuito sabiendo que el diodo Zener usado tiene las siguientes caracteristicas:
Izmin = 0.5 mA, Pzmax= 200 mW. Justificar aproximaciones.

VCC = +12V
T
R1
75 62V
=150
. B
g R2 D5
Y =0
N

-

21- Indicar en qué region se encuentra polarizado el transistor en el siguiente circuito.
Justificar. Calcular el punto de polarizacion (IBQ, IcQ, VCEQ) del transistor. Justificar

aproximaciones. Considerar: VBE = 0.7 V, VCEsat = 0.2 V, 3 = 100

VGC= +15V
o}

R1 I=5 mA

MWV

6.3k

.4|:Q

R2
0.7k
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22- Calcular el punto de polarizacion de cada transistor si 1 = 150 y 2 = 100.

Vee
+10V

23- Calcular el punto de polarizacion de cada transistor si f1 = 32 = 125.

° 90 Vec=+12V

R, R,
100 kQ < 22 k0

—

R
10 k62

A

= ¢

> R,
22k0

RJ ( ‘I R(' C‘V

4.7k0 I 10uF 10 k0 | I(‘)[Il~

24- Para los siguiente circuito calcular las tensiones en los puntos indicados y el punto Q en
cada transistor si 3 =100.

+ 10 +10W

10k

=10V
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25- Justificando aproximaciones calcular el punto de polarizacion de cada transistor.
Suponer f1=p2=p3>100,Vz=2.7V,rz=0Q.

26-

a) Calcular el punto de polarizacion de cada transistor. Suponer que 3 > 100. |vee |z 0.7V
b) Si se cambia el resistor R7 por un resistor de 220 Q ¢Qué efecto tendra sobre el circuito?

Justificar.

VCC=+12V
[} T [}
RC2
3k
R1 Rcl b Q3
66k 3k |) fa
W Q2
o N
Q1 DZ
RE3
R2 g RE2 0.22k
22k RE1 1k
1k

A5V

Ve 15v
c2
3R:‘51kﬂ 1uF R8
6.8k0Q
R6
R1 b 4TkQ
R3
330KkQ 1kQ
Cc1
11
1uF
| o
Q2 R10
1300
R2 R7
330KkQ 22kQ !
R5
22k0 R9
5kQ c3
_|_1uF
VEE
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27- Estimar las corrientes y verificar las tensiones indicadas justificando aproximaciones.
Suponer hFE = 100.

10 Lag 9 6 8 7
[»] compensation ? _ Vecl46 V) col;:ne;gn-r}
. - sation .
T T
anrf | T Ry,
o 1
I (7.75 Ki l I, (5 K)

218V

Noninverting
terminal

5
O
1%
2 Q8
I
Inverting “# Q10
terminal ——-\
@1 )
R ¥ 1 Di

(2.2 K}

(1.5 K)

GND © L—V (-6V)
3 4 B .

28-a) Dibujar el circuito de un amplificador emisor comuin con resistencia de emisor RE
desacoplada por un capacitor CE, incluyendo la red de polarizacion.
b) Dibujar el circuito equivalente completo de parametros h. Analizar las condiciones de
simplificacién del modelo. Dibujar el circuito simplificado.

29- a) Dibujar el circuito de un amplificador colector comun (seguidor por emisor) incluyendo la
red de polarizacion.
b) Utilizando el modelo de parametros h en EC dibujar el circuito equivalente completo de
parametros h para la configuracion CC y analizar las condiciones de simplificacion del
modelo. Dibujar el circuito simplificado.

30- Demostrar, utilizando el modelo h simplificado, que una etapa emisor comin no
desacoplada (CE = 0) tiene como caracteristicas principales: impedancia de entrada alta y
ganancia de tension practicamente independiente de los parametros del dispositivo.
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31- Indicar el tipo de configuracion del siguiente amplificador y las caracteristicas principales de
la configuracién (Av, Ai, Zi, Zo). Calcular la ganancia de tension y la impedancia de entrada.
(hfe= 220, hie= 1.5 KQ, hre = 0, hoe= 0)

-1o0v =

32- Calcular la ganancia de tension Av= vo/vs y la impedancia de entrada Zi.

Considerar hFE1 = hFE2 = 120, hfel= 160, hiel= 1.5 KQ, hoel = 0, hrel= 0, hfe2= 180,
hie2= 1.1 KQ, hoe2=0, hre2=0.C1=C2=C3 5> w

WMOC=412
T o
= R1 = 10k =9 Bk

] . = R4 I
(ws =120 2RED 45k = REZ > RL
| —>1 =2k = cE J ek = 0.25
4 ) | |
Zi e

33- Calcular la ganancia de tensidn Av= volvs, la ganancia de corriente Ai y la impedancia de
entrada Zi para la siguiente configuracion Darlington.

Considerar hFE1 = hFE2 = 150, hfel= 180, hiel= 1.2 KQ, hoel = 0, hrel= 0, hfe2= 160,
hie2=1.5KQ, hoe2=0, hre2=0. C1=C2 — oo.
¢, Qué caracteristicas definen a esta configuracién?

WOCT1=45V
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34- Utilizando las hojas caracteristicas de datos calcular el punto Q para cada transistor, dibujar

el circuito equivalente y calcular vo. Justificar aproximaciones. Suponer que vs tiene una
frecuencia de 1 KHz

VCC=+20V
I T ]
R5
R3 § R6 10k C3
R1 180k ”_ VO
10k c2
180k " Q2  10u
c1 }) I\ BC548A
| Q1 354
S0u BC548A RO
§ R2
RS 330k
@ Vs 18k R4 §R7 §
18k 10k
1k
-0 -0 -0 = =
0 0

35- a) Verificar que los transistores trabajan en la zona activa. Considerar hFE1 = hFE2 = 180.
b) Suponiendo valido el modelo simplificado con hfe = 150 y hie =1.5 kQ, calcular la

ganancia de tensién de la etapa completa (Avs= vol/vs) y la impedancia de entrada vista por
Vs.

VCC=+20V
1

sk c2 20k
. o= 1 [ =
J:1 oot
. B —
RZ
@ Vs gTEﬂh g R4 §n? § " Vo
3k




